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16.1 Construccion y encapsulado

CARACTERISTICAS DESEABLES:
- Corriente elevada con baja caida de tensidn
- Tension inversa elevada con minimas fugas

COMPARACION DE LOS DIODOS DE POTENCIA:

Caida de Corri Temp. Tension | Intensidad Densidad
. -, orriente | . . ; X
Tipo tension de fuaas interna inversa directa de corriente
directa (V) 985 | max. ccc) | max. (v) | max. (a) (Alcm?)
Mercurio 15a19 baja 400 20.000 5.000 4.000
Selenio 1 alta 150 50 50 1
Germanio 0,5 baja 120 800 200 100
Silicio 1 muy baja 200 3.500 1.000 100
Oxido de 0,6 alta 70 30 10 1
cobre
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16.1 Construccion y encapsulado

ENCAPSULADOS m) - Aislamiento

- Conexion Eléctrica
- Disipacion térmica

DO -5

Terminal de cobre

(dnodo)
Soldaduras Cierre aislante
Au-Si
\ @

Cierre metalico
Base de cobre /
(catodo) P _
}; N -~ Pastilla

| Y I semiconductora
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16.1 Construccion y encapsulado
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16.2 Caracteristicas estaticas

Curvas caracteristicas:

i, 4
tg a=1/r,
VRRM
4 t T o s e e e >
/ |R Vd VAK
& VR i
T v Diodo real
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16.2 Caracteristicas estaticas

Curvas caracteristicas:

V,= 0]
r,=0
Diodo ideal
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16.2 Caracteristicas estaticas

Estado de conduccioén:

DIODO IDEAL
" — Ve A
Y,
+ + >
V, —— R, A V, ——— R, Vs v, a
1 R =
DIODO REAL

+ + >
Ve T R Vs Ve e R, Vs v, a
T T V-Vyryig
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16.

2 Caracteristicas estaticas

Estado de conduccion. Parametros:

S

Intensidad media nominal (lg,):
Es el valor medio de la maxima intensidad de impulsos
senoidales de 180° que el diodo puede soportar con la
capsula mantenida a determinada temperatura (110 °C
normalmente).

Intensidad de pico repetitivo (Iegy):

Maxima intensidad que puede ser soportada cada 20 ms
por tiempo indefinido, con duracion de pico de 1ms a
determinada temperatura de la capsula.

Intensidad de pico Unico (lggy):
Es el maximo pico de intensidad aplicable por una vez
cada 10 minutos o més, con duracion de pico de 10ms.
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16.

2 Caracteristicas estaticas

Estado de bloqueo:
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16.2 Caracteristicas estaticas

Estado de bloqueo. Parametros:

Tension inversa de trabajo (Vryww):
Tensién inversa maxima que puede ser soportada por el diodo

de forma continuada sin peligro de avalancha.

Tension inversa de pico repetitivo (Vggyw):
Tensién inversa maxima que puede ser soportada en picos de
1ms repetidos cada 10 ms por tiempo indefinido.

Tension inversa de pico unico (Vigy):
Tensién inversa maxima que puede ser soportada por una
sola vez cada 10 min o més, con duracion de pico de 10ms.

Tension de ruptura (Vg):
Si es alcanzada, aunque sea por una vez, el diodo puede
destruirse o al menos degradar sus caracteristicas eléctricas.
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16.2 Caracteristicas estaticas

Calculo de pérdidas:

1,7 :
Pas = [, Ve®) i) -dt -

Pais = Valam+Tg-(lge )

A% Tension umbral.
lgm: Corriente media.
My Resistencia dinamica.
lger- Corriente eficaz.
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16.3 Caracteristicas dinamicas

Entrada de conduccidn: Recuperacion directa

Diodo Ideal:

Cierre

Diodo Real: i

t.4: tiempo de recuperacion directa I
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16.3 Caracteristicas dinamicas

Salida de conduccion: Recuperacion inversa

Pico de corriente de recuperacién Inversa:

di,

Irr i ta Ty
dt

Tiempo de recuperacion inversa:

t, =t,+t,

t, = tiempo de almacenamiento.

t, = tiempo de caida.

Carga de Almacenamiento:

1

er = Etrr Irr

2Q .

t = < di,

" I, =./2Q,, =<

dld rr er dt
dt

\ er=|rr'trr/2

a
V. A\ Ié ;ié >l
F | t |
| " N
——
Vv t
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16.3 Caracteristicas dinamicas

Calculo de pérdidas:

Las pérdidas de entrada Ny

en conduccion son muy o

pequeﬁas ( 1:rd << trr) y \v >

suelen despreciarse! :\/: J' t
I —— v

Pye == [ Ve®-i,0-dt RN
dis T Do F d F K >
I:)dis = er'VR'fS -
fo: Frec. de conmutacion. VA
Observar la dependencia de (aproximacion de la salida

las pérdidas con la frecuencia de conduccion)
de conmutacion.
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16.4 Tipos de diodos de potencia

Diodos rectificadores para baja frecuencia:

lay: 1A — 6000 A
Vier: 400 — 3600 V
VFmax: 1’2\/ (a IFAVma.x)

t,: 10 pus

Aplicaciones: - Rectificadores de Red.
- Baja frecuencia (50Hz).
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16.4 Tipos de diodos de potencia

Diodos rapidos (fast) y ultrarrapidos (ultrafast):

VFmax: 1’2V (a IFAVmax)

t,: 0,1-10ps

Aplicaciones: - Conmutacién a alta frecuencia (>20kHz).
- Inversores.
- UPS.

- Accionamiento de motores CA.
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16.4 Tipos de diodos de potencia
Diodos Schotkky:

l-ay: 1A =120 A
VFmax: O’7V (a IFAVmax)

t,:95ns

Aplicaciones: - Fuentes conmutadas.
- Convertidores.
- Diodos de libre circulacion.
- Cargadores de baterias.
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16.4 Tipos de diodos de potencia

Diodos para aplicaciones especiales (alta tension):

Vg: 7,5kV — 18KV

t.: 150 ns

Aplicaciones: - Aplicaciones de alta tensién.
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16.4 Tipos de diodos de potencia

Diodos para aplicaciones especiales (alta corriente):

leay: SOA — 7000 A
Vit 400V — 2500V
Ve 2V

t,:10 us

Aplicaciones: - Aplicaciones de alta corriente.
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16.4 Tipos de diodos de potencia

Rectificador
1500V

168A

1.8V

Encapsulado

ceramico Schottky @%

600V/6000A » . 120A — 150V T oer
g
o
2=’
Alta Tensidon - Fast
gczggov i & = * B8} 1500V
avr —» U= ] B, | ieeA
(VF) & @1 1sv
32 oBhe  offoto i -

HSK SKV
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16.5 Uso de los datos de catadlogo de fabricantes

Infernational TS
TSR Rectifier 11DQ10

SCHOTTKY RECTIFIER 1.1 Amp
Major Ratings and Characteristics Description/Features
Characteristics 11DQ.. Units The 11DQ.. axial leaded Schottky rectifier has been optimized
for very low forward voltage drop, with moderate leakage.
Typical applications are in switching power supplies, convert-
IF[AV) Rectangular e G ers, free-wheeling dicdes, and reverse battery protection.
waveform ) .
» Low profile, axial leaded outline
VRRM i L #* High purity, high temperature epoxy encapsulation for
pu " enhanced mechanical strength and moisture resistance
legm @tp=>5pssine s * Very low forward voltage drop
- B * High frequency operation
Ve @14pkT,=25°C SR v # Guard ring for enhanced ruggedness and long term
reliability
T‘J range -40to 150 °C
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16.5 Uso de los datos de catadlogo de fabricantes

Voltage Ratings
Part number 11DQ0Y 11DQ10

Vg  Max. DC Reverse Voltage (V)
80 100
Vipaa Max. Working Peak Reverse Voltage (V)
Absolute Maximum Ratings
Parameters 11DQ.. | Units Conditions
'F[m.q Max AverageForwardCurrent 1.1 A 50%dutycycle@T, =75°C, rectangularwaveform
“SeeFig. 4
leg  Max PeakOneCycleNon-Repetitive as 5us Sineor3psRect pulse Following any rated
) A - load condition and with
SurgeCurrent *SeeFig. 6 14 10ms Sineor6ms Rect pulse |rated Vrauapplied
Eas Nen-RepetitiveAvalancheEnergy 30 md | Ty=25°C, lag=0.5Amps, L=10mH
l,n  RepetitiveAvalancheCurrent 0.2 A Currentdecayinglinearlytozeroin 1 psec
Frequency limited by T, masx. V, = 1.5xV typical
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16.5 Uso de los datos de catadlogo de fabricantes

Electrical Specifications

Parameters 11DQ.. |Units Conditions
Vi Max. qu»\fard Voltage Drop 0.85 Vo @ 1A T = 25°C
* See Fig. 1 (1) 0.96 Voo l@ 2A J
0.68 Vo @ 1A
0.78 v @ 2a L
I Max Reverse Leakage Current 0.5 mA |T,= 25°C
* See Fig. 2 (1) 10 mA |T,=125°c| VrRTratedVe
Ct  Typical Junction Capacitance 35 pF | Vg = 5Vpe (test signal range 100Khz to 1Mhz) 25°C
Le Typical Series Inductance 8.0 nH | Measured lead to lead 5mm from package body
dwfdt Max. Voltage Rate of Change 10000 Vips | (RatedVg)

(1) Pulse Width = 300us, Duty Cycle <2%

Thermal-Mechanical Specifications

Parameters 11DQ.. |Units Conditions
T, Max. Junction Temperature Range (*) | -40t0150] “C
. Max. Storage Temperature Range -40t0150| °C
s Max. Thermal Resistance Junction 100 “C/W | DCoperation
to Ambient Withoutcoolingfin
Ry TypicalThermal Resistance Junction 81 “C/W | DCoperation (SeeFig.4)
toLead
wt  Approximate Weight 0.33(0.012)) gloz.)
Case Style DO-204AL{DO-41)
(*) dPtot 1 ) ) ’
= — thermal runaway condition for a diode on its own heatsink
dTj Rth{ j-a)
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16.5 Uso de los datos de catadlogo de fabricantes
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16.5 Uso de los datos de catadlogo de fabricantes
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16.5 Uso de los datos de catadlogo de fabricantes
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CASE STYLE AND DIMENSIONS EATANE BARD
27.0 (1.06) MIN_
2 PUCS)

2.70{0.106)

729 (0.090) O~ | BN

.21 0.206)
MAX.
4
T — CATHOOE

27.0 (1.06) MIN
{2 PLCS).

72 (0028
2 PLes)
2.70 (0 106) DIA,
10.86 (0.034) DA 228 (0.090)
0.72 (0.028)
(2 PLCS.)

ConformtoJEDEC Qutline DO-204AL (DO-41)
Dimensions in millimeters and inches

127 (0.080) MK
FLASH (2 PLCS.)
521 (0.205)
\( MAxX
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